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本論文は拡散自己整合形 (DSA) MOS デバイスに関する研究をまとめたもので，本文は 7 章から構
成されている。
第 1 章ではMOS形大規模集積回路 (MOS LSI)の高速・高集積化に関するデバイス技術研究の
沿革を述べ，その一環として提案された DSA MOS トランジスタを LSI ヘ応用するにあたっての問
題点、を指摘し，本研究の目的と意義を述べている。




第 3 章では微細構造を有する DSA MOS トランジスタの静特性上の特徴を明確化するため，素子特
性が見通し良く表現でき実用上簡便な理論モデルを提案し，実測値との比較検討を行っている。また，
通常の N チャネルMOS トランジスタとの静特性の比較を行い，本デバイスは電流駆動能力が大きく，
LSIの高速化に有効で、あるとともに，微細化をすすめる上で不可避なゲート長の変動に対する電気特
性の変動が少く，微細化が容易なデバイスであることを示している。





第 5 章では本デバイスの製造技術面，電気特性面の特徴を通常のNMOS トランジスタと比較の上
で明確化し， LSI を構成する基本デバイスとしての位置づけを行っている。















ダイナミック回路への応用の可能性を考案するとともに， 4096 ピット RAM を試作し，本デバイスの
高速性を確認している。また，ゲートアレイ方式論理LSI を試作し，バイポーラ素子と同等の高速性
がえられることを確認するとともに，配線容量，配線抵抗が遅延時間におよぼす影響を明らかにして
いる。
以上のように，本論文は拡散自己整合形MOS トランジスタの製造技術，素子技術，応用技術に関
する基礎的研究をまとめたもので，半導体集積回路工学に寄与するところ大で，博士論文として価値
あるものと認、める。
??Aはτ
